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용하는 방법이 제공된다. 코팅은 비감광성이며, 제거가능하고, 높은 공정 온도에 내성이다. 이러한 코팅은 또
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대 표 도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

소자 표면 및 후면 표면을 갖는 기판을 제공하는 단계;

선택적으로 하나 또는 그 이상의 중간층을 상기 소자 표면상에 형성하는 단계;

비-감광성 보호층을, 상기 중간층이 존재하는 경우 상기 중간층상에 형성하거나, 또는 상기 중간층이 존재하

지 않는 경우 상기 소자 표면상에 형성하는 단계, 여기서 상기 보호층은 용매계에 분산되거나 또는 용해된 성

분을 포함하는 조성물로부터 형성되며, 상기 성분은 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체 및 방향족 설폰 중합체

로 구성된 군으로부터 선택됨; 및

상기 후면 표면을 후면 가공시키는 단계;

를 포함하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 후면 가공은 건식 에칭, 습식 에칭, 습식 세정, 웨이퍼-박막화, 화학-기계적 연마,

금속 및 절연체 증착, 리소그래피 패터닝 패시베이션 및 어닐링, 및 이들의 조합으로 구성된 군으로부터 선택

됨을 특징으로 하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 용매 제거를 통하여 상기 보호층을 상기 소자 표면으로부터 제거하는 단계를 더욱 포함함

을 특징으로 하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 4 

제 1 항에 있어서, 상기 소자 표면은 실리콘, 폴리실리콘, 실리콘 이산화물, 실리콘 (옥시)질화물, 금속, 낮

은-k 절연체, 중합체 절연체, 금속 질화물 및 규화물, 및 이들의 조합으로부터 형성된 구조로 구성된 군으로

부터 선택되는 소자 피처를 포함함을 특징으로 하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 5 

제 4 항에 있어서, 상기 보호층은 상기 소자 피처를 덮기에 충분한 두께로 상기 소자 표면상에 형성됨을 특징

으로 하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 6 

제 1 항에 있어서, 상기 보호층은 최소 약 3H의 연필 경도를 가짐을 특징으로 하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 7 

제 1 항에 있어서, 상기 보호층은 최소 약 110℃의 유리 전이 온도를 가짐을 특징으로 하는, 소자 표면 보호

방법.

청구항 8 

제 1 항에 있어서, 상기 후면 가공은 심도 반응성 이온 에칭, 화학 기상 증착, 물리 기상 증착, 및 이들의 조

합으로 구성된 군으로부터 선택됨을 특징으로 하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 9 

제 1 항에 있어서, 상기 성분은 다음 구조를 갖는 반복되는 단량체를 포함하는 스티렌-아크릴로니트릴 공중합

체이며,
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여기서

각각의 R
1

은 -H 및 C1-C8 알킬로 구성된 군으로부터 개별적으로 선택되며; 그리고

각각의 R
2

는 -H, C1-C8 알킬, 및 C1-C8 알콕시로 구성된 군으로부터 개별적으로 선택됨

을 특징으로 하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 10 

제 9 항에 있어서, 상기 공중합체는 또 다른 공-단량체가 실질적으로 없음을 특징으로 하는, 소자 표면 보호

방법.

청구항 11 

제 9 항에 있어서, 상기 용매는 케톤, 에스테르, 글리콜 에테르, 방향족 탄화수소, 에테르, 및 이들의 조합으

로 구성된 군으로부터 선택되는 용매를 포함함을 특징으로 하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 12 

제 1 항에 있어서, 상기 성분은 아래 구조를 갖는 반복 단량체를 포함하는 방향족 설폰 중합체이며

여기서 x는 0 또는 1이고, 각각의 R
5

는 다음으로 구성된 군으로부터 선택됨:

을 특징으로 하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 13 

제 12 항에 있어서, 상기 중합체는 구조식 (VI)를 갖는 반복되는 단량체로 본질적으로 구성됨을 특징으로 하

는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 14 

제 12 항에 있어서, 상기 용매계는 케톤, 극성 비양성자성 용매, 방향족 용매, 에틸 아세토아세테이트, 및 이
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들의 조합으로 구성된 군으로부터 선택되는 용매를 포함함을 특징으로 하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 15 

제 1 항에 있어서, 상기 조성물은 조성물의 전체 중량을 100중량%로 취한 것을 기초로 하여, 약 5 내지 약 40

중량%의 상기 성분을 포함함을 특징으로 하는, 소자 표면 보호 방법. 

청구항 16 

제 1 항에 있어서, 상기 조성물은 상기 용매계에 분산되거나 용해된 상기 성분으로 본질적으로 구성됨을 특징

으로 하는, 소자 표면 보호 방법.

청구항 17 

소자 표면 및 후면 표면을 갖는 기판, 여기서 상기 소자 표면은 소자 피처를 포함함; 및

상기 소자 표면에 인접한, 제거가능한 비-감광성 보호층, 여기서 상기 보호층은 용매계에 분산되거나 용해된

성분을 포함하는 조성물로부터 형성되며, 상기 성분은 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체 및 방향족 설폰 중합

체로 구성된 군으로부터 선택되며, 상기 소자 표면과 상기 보호층 사이에 중간층이 존재하지 않음;

을 포함하는, 마이크로전자 구조물.

청구항 18 

제 17 항에 있어서, 상기 보호층은 두께가 약 5 내지 약 20㎛임을 특징으로 하는, 마이크로전자 구조물. 

청구항 19 

제 17 항에 있어서, 상기 소자 피처는 실리콘, 폴리실리콘, 실리콘 이산화물, 실리콘 (옥시)질화물, 금속, 낮

은-k 절연체, 중합체 절연체, 금속 질화물 및 규화물, 및 이들의 조합으로부터 형성된 구조로 구성된 군으로

부터 선택됨을 특징으로 하는, 마이크로전자 구조물.

청구항 20 

제 17 항에 있어서, 상기 소자 피처는 납땜 추돌 및 결합부, 포스트(post), 필라(pillar), 및 전도성 물질로

구성된 배선, 및 이들의 조합으로 구성된 군으로부터 선택되는 회로소자 및 돌출 구조물임을 특징으로 하는,

마이크로전자 구조물.

청구항 21 

제 20 항에 있어서, 상기 보호층은 상기 돌출 구조물 및 회로소자를 덮기에 충분한 두께임을 특징으로 하는,

마이크로전자 구조물.

명 세 서

기 술 분 야

관련 기술의 상호 참조[0001]

본  특허  출원은  미국  가특허  출원  일련번호  제61/242,846호,  명칭  "SCRATCH-RESISTANT  COATINGS  FOR[0002]

PROTECTING FRONT-SIDE CIRCUITRY DURING BACKSIDE PROCESSING"(2009. 09. 16. 출원)의 이익 및 우선권을 주

장하며, 상기 문헌은 참고로서 본 명세서에 그 전체가 수록된다. 

발명의 배경[0003]

발명의 분야[0004]

본  발명은  후면  조립  및  패키징  공정  동안,  연약한  전면  회로소자를  손상으로부터  보호하기  위한[0005]

스핀-적용된, 유기 스크래치-내성 코팅을 제공한다.

배 경 기 술
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관련 분야의 설명[0006]

심도  반응성  이온  에칭(deep  reactive  ion  etching,  DRIE)  제조법이  많은  미세전자기계  제조  공정[0007]

(microelectromechanical fabrication processe)에서 사용된다. 예를 들면, 집적 회로(IC) 산업으로부터, 키

큰  구조  설계뿐만  아니라  높은  밀도  및  성능  가능성을  요구하는,  유연한  미세전자기계  시스템

(microelectromechanical system, MEMS)에 대한 수요가 MEMS 및 반도체 소자 응용분야를 위한 실리콘의 심도

이방성 에칭을 생성하는데 있어서 DRIE를 사용할 필요성을 촉진한다. 그렇지만, 공정 동안, 웨이퍼의 전면에

이미 형성된 연약한, 에칭-민감성 회로소자(circuitry)는 에칭 챔버의 척크(chuck)와의 직접적인 접촉으로 인

한 물리적 원인 및 에칭 공정 동안의 화학적 원인 둘 모두에 의해 손상 받기 쉽다. 

전형적으로, 표준 포토레지스트가 DRIE 보호 코팅으로서 사용되었다. 그렇지만, 이러한 물질은 필수적인 플라[0008]

즈마-내성 또는 스크래치-내성을 제공할 수 없으며 또한 물질의 기체방출(outgassing) 및 응력-관련(stress-

related) 쟁점과 관련하여 문제점을 갖는다는 것이 알려져 있다. 또한, 포토레지스트는 일반적으로 DRIE의 필

수적인 110℃  작업 온도에서 생존할 수  없다.  기존의 기술들은 또한 소자 설계에 있어서 개별 알루미늄,

Si02,  또는  알루미늄  산화물  에칭  정지  층에  의존하지만,  이러한  물질들은  추후  소자로부터  제거될  수

없으며, 이에 따라 전체 소자 설계에 포함되어야만 한다. 이들은 또한 하부 층에 영향을 미쳐서, 소자 수득률

손실을 야기한다. 

따라서, 해당 기술분야에서는, 요구되는 스크래치 내성을 제공하는 한변 기존의 코팅의 단점은 방지하는 보호[0009]

코팅에 대한 수요가 존재한다. 이러한 물질들은 에칭 챔버 또는 기구를 오염시키지 않아야 하며, 에칭 공정

중에 기체방출을 하지 않아야 하며, 물리적 스크래칭을 견디는 충분한 경도를 가져야 하며, 에칭 공정의 온도

조건 하에서 역류(reflow)에 대한 가능성이 없어야 하며, 그리고 소자 피처(feature)에 대한 어떠한 스트레스

도 없이 장치 회로소자를 충분히 덮을 수 있고 그 토포그래피(topography)를 평탄화(planarize)할 수 있어야

한다. 이러한 물질들은 회로소자 또는 기판 자체에 어떠한 손상 또는 부정적인 영향도 없이 에칭 공정 후에

쉽게 제거되어야 한다. 마지막으로, 이러한 물질들은 또한 소자 설계에 있어서 분리 층에 대한 필요성을 회피

하기 위하여 에칭 정지 층(etch stop layer)으로서 작용하기에 적절하여야 한다. 

발명의 내용

발명의 개요[0010]

본 발명은 전술한 조건을 만족하는 보호 코팅을 사용하여 후면 가공 동안 전면 소자 피처(feature)를 보호하[0011]

기 위한 방법을 제공함으로써 상기 문제점들을 극복한다. 

상기 방법은 소자 표면(device surface) 및 후면 표면(backside surface)을 갖는 기판을 제공하는 단계를 포[0012]

함한다. 하나 또는 그 이상의 중간층이 선택적으로 상기 소자 표면상에 형성될 수 있다. 비-감광성 보호층

(non-photosensitive protective layer)이 중간층이 존재하는 경우 상기 중간층상에 형성되거나, 또는 중간층

이 존재하지 않는 경우 상기 소자 표면상에 형성되고, 상기 후면 표면은 후면 가공을 거치게 된다. 보호층은

용매계에 분산되거나 또는 용해된 성분을 포함하는 조성물로부터 형성되며, 여기서 상기 성분은 스티렌-아크

릴로니트릴 공중합체 및 방향족 설폰 중합체로 구성된 군으로부터 선택된다.

본 발명은 또한 소자 표면 및 후면 표면을 갖는 기판을 포함하는 구조물을 제공하며, 여기서 상기 소자 표면[0013]

은 소자 피처(device feature)를 포함한다. 제거가능한, 비-감광성 보호층이 소자 표면에 인접하며, 여기서

소자 표면과 보호층 사이에 중간층이 존재하지 않는다. 보호층은 용매계에 분산되거나 또는 용해된 성분을 포

함하는 조성물로부터 형성되며, 여기서 상기 성분은 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체 및 방향족 설폰 중합체

로 구성된 군으로부터 선택된다.

도면의 간단한 설명

도면의 간단한 설명[0014]

도 1(A)-(C)는 후면 가공 동안 전면 소자 피처를 보호하기 위하여 보호 코팅을 사용하는 공정 흐름도를 도시

하는 개략도이다.  

도 2는 실시예 4에서 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체의 유리 전이 온도 시험을 나타내는 그래프이다. 

도 3은 실시예 5로부터 얻은 열무게측정 분석(thermogravimetric analysis, TGA) 결과의 그래프이다. 
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도 4는 실시예 5로부터 얻은, 진공 기체방출 시험의 그래프이다. 

도 5는 실시예 5로부터 얻은, 진공 하에서 기체방출된 화학종의 그래프이다. 

도 6은 실시예 5로부터 얻은, 필름 이온 수준을 나타내는 표이다. 

도 7은 실시예 9로부터 얻은, 폴리에테르설폰 코팅의 TGA 결과의 그래프이다. 

도 8은 실시예 13으로부터 얻은, 폴리에테르설폰 코팅의 % 투과도를 나타내는 그래프이다. 

도 9는 실시예 13으로부터 얻은, 폴리에테르설폰 코팅의 굴절률(refractive index)을 나타내는 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

상세한 설명[0015]

스크래치-내성 보호 코팅 조성물은 용매계(solvent system)에 분산되거나 또는 용해된 성분을 포함한다. 한[0016]

구체 예에서, 상기 성분은 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체이며, 따라서 상기 조성물은 용매계에 분산되거나

용해된 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체를 포함한다. 바람직한 공중합체는 열가소성 중합체이며 다음 구조를

갖는 반복되는 단량체를 포함한다:

[0017]

여기서[0018]

각각의 R
1

은 -H 및 C1-C8 (바람직하게는 C1-C4) 알킬로 구성된 군으로부터 개별적으로 선택되[0019]

며, 메틸이 바람직하며; 그리고

각각의 R
2

는 -H,  C1-C8  (바람직하게는 C1-C4) 알킬, 및 C1-C8 (바람직하게는 C1-C4) 알콕시로[0020]

구성된 군으로부터 개별적으로 선택된다.  

공중합체는, 공중합체의 전체 중량을 100중량%로 한 것에 기초하여, 바람직하게는 최소 약 50중량%의 단량체[0021]

(I), 더욱 바람직하게는 약 50중량% 내지 약 80중량%의 단량체 (I), 심지어 더욱 바람직하게는 약 65중량% 내

지 약 78중량%의 단량체 (I)을 포함한다. 공중합체는, 공중합체의 전체 중량을 100중량%로 한 것에 기초하여,

바람직하게는  최소  약  15중량%의  단량체 (II),  더욱  바람직하게는 약  15중량%  내지  약  45중량%의  단량체

(II), 및 심지어 더욱 바람직하게는 약 20중량% 내지 약 35중량%의 단량체 (II)를 포함한다. 일부 양상에서,

공중합체는 바람직하게는 반복되는 단량체 (I) 및 (II)로 본질적으로 구성(또는 구성)된다. 즉, 공중합체는

또 다른 공-단량체(co-monomer)가 실질적으로 없을 수 있다. 일부가 SAN 엔지니어링열가소성수지로 알려진,

스티렌과 아크릴로니트릴의 공중합체는 보호 코팅 형성에서의 사용에 대한 최선의 후보물질 중 하나이다. 이

러한 공중합체의 수평균분자량은 바람직하게는 약 30,000 내지 약 400,000 돌턴(Dalton), 더욱 바람직하게는

약 120,000 내지 약 180,000 돌턴이다. 

또 다른 양상에서, 요구되는 경우 단량체 (I) 및 (II) 이외의 또 다른 단량체가 공중합체 내에 존재할 수 있[0022]

다. 또 다른 단량체가 존재하는 경우, 공중합체 내의 단량체 (I)과 (II)의 혼합 중량은, 공중합체의 전체 중

량을 100중량%로 한 것에 기초하여, 바람직하게는 최소 60중량%, 더욱 바람직하게는 약 60-99중량%이다. 적절

한 또 다른 공-단량체의 예는 알킬 (메트)아크릴레이트 (예컨대 메틸 또는 부틸 (메트)아크릴레이트), α-메

틸 스티렌, 비닐 톨루엔, 무수말레인산(maleic anhydride), 및 이들의 조합을 포함한다. 일부 대표적인 공-단
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량체는 다음으로 구성된 군으로부터 선택된다: 

[0023]

및 이들의 조합,[0024]

여기서 [0025]

각각의 R
1

은 앞서 정의된 바와 같으며;[0026]

각각의 R
3

은 -H, C1-C10 (바람직하게는 C1-C4) 알킬 그룹(예컨대, 메틸, 에틸, 부틸, 2- 에틸[0027]

헥실, 이소데실, 이소보닐), 알킬아릴 그룹(예컨대, 벤질), 및 아릴 그룹(예컨대, 페닐)로 구성된 군으로부터

개별적으로 선택되며; 그리고

각각의 R4는 -H 및 알킬 (바람직하게는 C1-C4)로 구성된 군으로부터 개별적으로 선택된다. [0028]

에스테르 또는 무수물과 같은, 카르복시산으로부터 유도된 작용기의 경우, 염기성 에칭제에 의한 보호 코팅의[0029]

가수분해 및 이에 따른 용해 또는 팽창의 가능성을 방지하기 위하여, 열가소성 공중합체 내의 대응 단량체 농

도가 약 20중량% 미만, 바람직하게는 약 10중량%인 것이 중요하다. 또 다른 적절한 스티렌-아크릴로니트릴-계

공중합체 조성물은 미국 특허 7,316,844에 개시되어 있으며, 이는 본 명세서의 기재 내용과 일치하지 않는 부

분을 제외하고 참고문헌으로 수록된다. 

보호 조성물은 공중합체를 용매계에 분산 또는 용해시켜 형성한다. 조성물 내에 사용된 용매계는 약 100 내지[0030]

약 220℃, 바람직하게는 약 140 내지 약 180℃의 끓는점을 가져야 한다. 용매계는, 조성물의 전체 중량을 100

중량%로 취한 것을 기초로 하여, 약 60 내지 약 95중량%, 바람직하게는 약 65 내지 약 90중량%, 더욱 바람직

하게는 약 70 내지 약 85중량%의 수준에서 사용되어야 한다. 조성물 내의 전체 고형물은, 조성물의 전체 중량

을 100중량%로 취한 것을 기초로 하여, 약 5 내지 약 40중량%, 더욱 바람직하게는 약 10 내지 약 35중량%, 심

지어 더욱 바람직하게는 약 15 내지 약 30중량%이다. 적절한 용매계는 케톤, 에스테르, 글리콜 에테르, 방향

족 탄화수소, 에테르, 및 이들의 조합으로 구성된 군으로부터 선택되는 용매를 포함할 것이다. 이들 범주 중

에  특히  바람직한  용매는  사이클로헥사논,  사이클로펜타논,  프로필렌  글리콜 모노메틸 에테르 아세테이트

(PGMEA), 아니졸, 자일렌 및 고급(higher) 방향족 용매, 에틸 락테이트, 에틸 3-에톡시프로피오네이트(EEP),

디에틸렌 디글리콜 디메틸 에테르, 메틸 이소아밀 케톤(MIAK), 에틸 아세토아세테이트(EAA), 및 이들의 조합

을 포함한다. 공중합체는, 조성물의 전체 중량을 100중량%로 취한 것을 기초로 하여, 조성물 내에 약 5 내지

약 40중량%, 바람직하게는 약 10 내지 약 35중량%, 심지어 더욱 바람직하게는 약 15 내지 약 30중량%의 수준

으로 포함되어야 한다. 공중합체 고형물 농도가 공중합체 분자량, 원하는 용액 점도, 및 용매 종류에 의존하

여 변할 수 있음이 이해될 것이다. 비록 다른 구성성분이 공중합체가 있는 용매계에 분산 또는 용해될 수 있

음에도, 조성물이 용매계에 분산 또는 용해된 공중합체로 본질적으로 구성(또는 심지어 구성)되는 것이 바람

직하다. 따라서, 조성물은, 조성물 내 전체 고형물을 100중량%로 취한 것에 기초하여, 바람직하게는 약 90 내
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지 약 98중량% 공중합체, 더욱 바람직하게는 약 99중량% 공중합체, 심지어 더욱 바람직하게는 약 100중량% 공

중합체를 포함할 것이다. 즉, 조성물에는 바람직하게는 공중합체가 있는 용매계에 분산 또는 용해된 또 다른

구성성분이 실질적으로 없을 수 있다. 

대안적인 구체 예에서, 보호 조성물을 형성하기 위하여 사용되는 성분은 방향족 설폰 중합체이다. 따라서 조[0031]

성물은 용매계에 분산 또는 용해된 방향족 설폰 중합체를 포함한다. 적절한 방향족 설폰 중합체는 폴리설폰,

폴리에테르설폰, 폴리페닐설폰, 및 이들의 조합으로 구성된 군으로부터 선택된다. 바람직한 방향족 설폰 중합

체는 아래 화학식을 갖는 반복 단량체를 포함할 것이다:

[0032]

여기서 x는 0 또는 1이고, 각각의 R
5

는 다음으로 구성된 군으로부터 선택된다:[0033]

.[0034]

방향족  설폰  중합체는  바람직하게는  약  30,000  돌턴  이상,  더욱  바람직하게는  약  50,000  돌턴  내지  약[0035]

200,000 돌턴의 중량 평균 분자량을 가진다. 일부 구체 예에서, 중합체는 화학식 (VI)를 갖는 반복 단량체로

본질적으로 구성(또는 심지어 구성)된다. 따라서, 중합체는 바람직하게는 또 다른 공-단량체가 실질적으로 없

다. 

보호 조성물은 방향족 설폰 중합체를 용매계에 분산 또는 용해시켜 형성한다. 본 구체 예에서, 조성물 내에[0036]

사용되는 용매계는 약 100 내지 약 220℃, 바람직하게는 약 140 내지 약 180℃의 끓는점을 가져야 한다. 용매

계는, 조성물의 전체 중량을 100중량%로 취한 것을 기초로 하여, 약 60 내지 약 95중량%, 바람직하게는 약 65

내지 약 90중량%, 더욱 바람직하게는 약 70 내지 약 85중량%의 수준에서 사용되어야 한다. 조성물 내의 전체

고형물은, 조성물의 전체 중량을 100중량%로 취한 것을 기초로 하여, 바람직하게는 약 5 내지 약 40중량%, 더

욱 바람직하게는 약 10 내지 약 35중량%, 심지어 더욱 바람직하게는 약 15 내지 약 30중량%이다. 적절한 용매

계는 케톤, 극성 비양성자성 용매, 및 이들의 조합으로 구성된 군으로부터 선택되는 용매를 포함할 것이다.

이들 범주 중에서 특히 바람직한 용매는 사이클로펜타논, 테트라메틸 우레아(urea), 디메틸 아세트아마이드

(DMAC), 디메틸 설폭사이드(DMSO), 및 디메틸 포름아마이드(DMF)를 포함한다. 코팅 물성은 용매계 내에 공-용

매(co-solvent)를 포함시킴으로써 변할 수 있다. 적절한 공-용매는 방향족 용매, EAA, 및 이들의 조합으로 구

성된 군으로부터 선택된다. 방향족 설폰 중합체는, 조성물의 전체 중량을 100중량%로 취한 것을 기초로 하여,

조성물 내에, 약 5 내지 약 40중량%, 바람직하게는 약 10 내지 약 35중량%, 심지어 더욱 바람직하게는 약 15

내지 약 30중량%의 수준에서 존재하여야 한다. 설폰 중합체 고형물 농도가 공중합체 분자량, 원하는 용액 점

도, 및 용매 종류에 따라 변할 수 있음이 이해될 것이다. 

비록 다른 구성성분이 방향족 설폰 중합체가 있는 용매계에 분산 또는 용해될 수 있음에도, 일부 양상에서,[0037]

조성물이 용매계에 분산 또는 용해된 방향족 설폰 중합체로 본질적으로 구성(또는 심지어 구성)되는 것이 바

람직하다. 따라서, 조성물은, 조성물 내 전체 고형물을 100중량%로 취한 것에 기초하여, 바람직하게는 약 90

내지 약 98중량% 방향족 설폰 중합체, 더욱 바람직하게는 약 99중량% 방향족 설폰 중합체, 심지어 더욱 바람

직하게는 약 100중량% 방향족 설폰 중합체를 포함할 것이다. 즉, 조성물에는 바람직하게는 방향족 설폰 중합

체가 있는 용매계에 분산 또는 용해된 또 다른 구성성분이 실질적으로 없을 수 있다. 

구체 예와 무관하게, 보호 조성물은 바람직하게는 비-가교결합성(non-crosslinkable)이다. 즉, 예를 들어 필[0038]

름 산화 및 이에 따른 부반응의 결과로서, 조성물의 베이킹(경화) 동안 흔적량의 가교결합이 일어날 수 있음

이 이해될지라도, 가교결합은 바람직하게는 가능한 정도로 회피된다. 더욱 바람직하게는 조성물은 가교제 및

가교결합을 촉진하는 화합물, 예컨대 비닐 에테르, 글리콜우릴, 멜라민, 에폭시, 및 아크릴레이트를 실질적으

로 갖지 않는다. 더욱이, 조성물로부터 형성된 층이 비전도성인 것이 바람직하다. 보호층은 또한 비-감광성이
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어야 한다(즉, 빛에 노출될 때 물리적 또는 화학적 변화가 일어나지 않는다). 더욱 구체적으로, 약 1 J/cm
2

에

노출될 때, 패턴이 바람직하게는 층 내에서 정의될 수 없다. 따라서, 층은 또한 바람직하게는 광산 발생제

(photoacid generator) 및 광개시제(photoinitiator)를 실질적으로 갖지 않는 조성물로부터 형성된다. 본 명

세서에 사용된 용어 "실질적으로 없는(substantially free)"은, 조성물 또는 중합체의 전체 중량을 100중량%

로 취한 것에 기초하여, 구성성분 또는 공-단량체가 약 0.05중량% 미만, 더욱 바람직하게는 약 0.01중량% 미

만, 심지어 더욱 바람직하게는 약 0중량%의 수준으로 조성물 또는 중합체 내에 존재하는 것을 의미한다. 보호

코팅은 또한 비-알칼리 용해성(non-alkaline soluble)(즉, 알칼리 내성)이어야 하는데, 이는 상기 보호 코팅

이 약 8 이상, 바람직하게는 약 10 이상의 pH를 갖는 수용액에서 실질적으로(즉, 약 0.5중량% 미만) 불용성

(insoluble)임을 의미한다. 

사용에 있어서, 보호 조성물은 바람직하게는, 약 500  내지 약 5,000 rpm (바람직하게는 약 500 내지 약 1[0039]

,500 rpm)에서 약 30 내지 약 90초 동안의 스핀 코팅(spin coating)에 의해, 기판 표면에 도포된다. 기판은

하나  또는  그  이상의  선택적인  중간층,  예컨대  에칭  정지  층,  마스크  층,  프라이머  층  등을  포함할  수

있으며, 이러한 경우 보호 조성물은 중간층에 도포될 수 있다. 바람직한 기판은 소자 웨이퍼(device 웨이퍼)

를 포함한다. 기판은 바람직하게는 소자 표면 및 후면 표면을 포함한다. 이러한 기판의 소자 표면은 통상적으

로 소자 피처(토포그래피, 예컨대 돌출 구조물 및 배선)를 포함한다. 유리하게는, 용매-기초 조성물(solvent-

based composition)은 스핀-코팅을 통하여 도포될 수 있으며, 이는 보호층의 형성 동안 소자 피처에 스트레스

를 거의 주지 않는다. 소자 피처는, 실리콘, 폴리실리콘, 실리콘 이산화물, 실리콘 (옥시)질화물, 금속(예컨

대, 구리, 알루미늄, 금, 텅스텐, 탄탈, 납땜 합금(solder alloy)), 낮은-k 절연체, 중합체 절연체, 및 다양

한 금속 질화물 및 규화물의 물질 중 하나 또는 그 이상으로부터 기판의 표면 내부 또는 상부에 형성된 구조

물을 포함한다. 대표적인 소자 피처는 돌출 구조물 및 회로소자, 예컨대 납땜 추돌(solder bump) 및 결합부,

포스트(post), 필라(pillar), 및 전도성 물질(예컨대 패턴화된 전도성 물질, 예를 들면 구리)로 형성된 배선

을 포함한다. 본 공정에서의 사용에 바람직한 기판은 Si 기판, Si02 기판, Si3N4 기판, 실리콘 기판상의 Si02,

실리콘 기판상의 Si3N4, 유리 기판, 석영 기판, 세라믹 기판, 반도체 기판, 및 금속 마이크로전자 기판으로 구

성된 군으로부터 선택되는 것들을 포함한다. 

산출된 층을 약 80 ℃ 내지 약 150℃ (바람직하게는 약 120℃ 내지 약 150℃)의 온도에서 약 60 내지 약 180[0040]

초 동안 소프트-베이킹(soft-bake) 시켜 용매를 증류시킨다. 건조된 층을 그 후 약 130℃ 내지 약 250℃(바람

직하게는 약 170℃ 내지 약 225 ℃)의 온도에서 약 60 내지 약 180 초(바람직하게는 약 90 내지 약 120초) 동

안 최종 베이킹 시켜 보호 코팅 또는 층을 수득한다. 스티렌-아크릴로니트릴-기초 코팅을 베이킹 하기 위한

바람직한 공정은 약 140℃의 온도에서 약 120초 동안 베이킹 하고, 후속하여 약 205℃의 온도에서 약 60초 동

안 베이킹 하는 것이다. 방향족 설폰-기초 코팅을 베이킹 하기 위한 바람직한 공정은 약 100℃의 온도에서 약

120초 동안 베이킹 하고, 후속하여 약 230℃의 온도에서 약 120초 동안 베이킹 하는 것이다. 또 다른 구체 예

에서, 보호 코팅은 바람직하게는, 기판상의 소자 피처 및 토포그래피 상부에 요구되는 커버리지 정도에 의존

하여, 그 두께가 (5곳의 다른 지점에서 타원계측법으로 측정하여) 약 5 내지 약 20㎛, 바람직하게는 약 10 내

지 약 15㎛이다. 보호 코팅은 바람직하게는 이러한 두께의 기판 토포그래피를 실질적으로 덮고 평탄화시키기

에 충분한 두께로 도포된다. 더욱 구체적으로, 보호 조성물은 바람직하게는, 최소 약 3㎛, 바람직하게는 약 5

내지 약 10㎛의 돌출 소자-피처 상부에 보호 코팅을 제공하기에 충분한 두께로 도포된다. 코팅은 바람직하게

는 약 10,000㎛의 거리 상부에서 약 20% 미만, 더욱 바람직하게는 약 10% 미만의 두께 변형을 가진다. 보호

코팅은 프라이머 층의 사용 없이 기판 표면에 대하여 훌륭한 접착성을 가질 것이다. 따라서, 보호 코팅을 사

용하여 형성된 구조물은 프라이머 층과 같은 임의 중간층이 없을 수 있다.

코팅된 기판을 그 후 후면 가공할 수 있다. 후면 가공의 예는 건식 에칭(예컨대, DRIE), 습식 에칭(예컨대,[0041]

습식 공정에 의한 실리콘-관통-비아(through-silicon vias, "TSV")를 형성하거나 또는 후면 하드 마스크를 제

거하기 위해), 습식 세정(예컨대, 포토레지스트 및 관련 잔류물을 제거하기 위해), 웨이퍼-박막화(예컨대, 이

면연삭(back-grinding)), 화학-기계적 연마(chemical-mechanical polishing, CMP), 리소그래피 패터닝 패시베

이션 및 어닐링(예컨대, 270℃+까지 베이킹 하여 구조물을 고형화시킴), 금속 및 절연체 증착-이는 화학 기상

증착(CVD),  물리 기상 증착(PVD),  전기도금(특히 구리의 전기도금)을 포함함-뿐만 아니라 벤조사이클로부텐

(BCB) 및 폴리이미드와 같은 중합체 절연체의 코팅 및 경화를 포함한다. 상기 공정들의 조합이 또한 사용될

수 있다. 특히, 보호층을 척크 표면에 인접하여 하여, 기판을 척크에 고정시킬 수 있다. 기판은 진공력, 정전

기력, 접착력 등을 비롯한 임의 적절한 수단에 의해 제자리에 고정될 수 있다. 그 후 기판의 후면이 기재된

바와 같이 가공된다. 
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도 1(A)-(C)는 건식 공정 동안 보호 조성물의 일반적인 사용을 도시하지만, 동일한 일반적 과정이 후면 가공[0042]

의 임의 유형을 위하여 사용될 수 있음이 이해될 것이다. DRIE 공정 단계는 다음과 같다. 소자 표면(12) 및

후면  표면(14)을  갖는  기판(10)이  제공된다.  상보적  금속  산화물  반도체(complementary  metal  oxide

semiconductor, CMOS) 또는 MEMS 회로소자와 같은 소자 피처(16)가 선택사항인 에칭 정지 층(18)과 함께, 기

판(10)의 전면 (소자) 표면(12)상에 형성된다. 보호 코팅 물질의 층(20)이 소자 표면(12)에 도포되어 소자 피

처(16)를 덮고 기판(10) 토포그래피를 평탄화한다. 유리하게는, 보호층(20)이 에칭 정지 층으로 작용할 수 있

어서, 소자 설계에서 별도의 에칭 정지 층(18)의 사용을 필요 없게 할 수 있다. 또한, 에칭 정지 층 단독의

사용과는 달리, 보호층(20)은 또한, 건조 에칭제가 과에칭(over etching)을 통하여 에칭 정지 층(18)을 투과

하는 경우, 펀치-관통 수율 손실(punch-through yield loss)을 방지하는 장점을 제공한다. 일단 보호층(20)이

형성되면, 그 후 기판(10)을 뒤집는다. 선택사항인 마스크 층(22)을 기판(10)의 후면(14)에 도포한다. 보호층

(20)을 DRIE 척크(도시되지 않음)에 인접하게 하여, 기판(10)을 DRIE 툴에 위치시킨다. 그 후 비아 또는 트렌

치 피처(24)를 DRIE를 사용하여 기판(10)의 후면(14)에 형성시킨다. DRIE는 특히 TSV를 형성시키는데 유용하

다. 

보호층은 또한 CVD 또는 PVD 공정에서의 사용에 적합하다. CVD 공정에서의 보호 코팅의 사용은 DRIE에 대하여[0043]

상세설명에서 기재한 것과 유사하다. 보호 코팅이 척크에 인접하도록 하면서, 소자 웨이퍼를 반응기 시스템

내에서 척크 상부에 하향(face down)으로 놓고, 매우 낮은 압력 조건 하에서 후면에서 증착이 일어난다. 증착

을 보조하기 위하여 반응기 챔버 내에서 플라즈마가 발생할 수 있다. 그 결과, 소자 웨이퍼의 온도가 종종 챔

버 온도 이상으로 증가된다. 예를 들면, 실리콘 이산화물의 TSV로의 후면 증착 동안, 비록 챔버 온도가 예컨

대 180℃와 같이 낮은 온도에서 고정될지라도, 웨이퍼 표면 온도는 약 250-280℃까지 증가될 수 있다. CVD에

의해 통상 증착되는 물질은 실리콘 이산화물, 실리콘 질화물, 및 관련 옥시질화물을 포함한다. 

PVD 공정은 스퍼터링(sputtering) 및 증발 공정 둘 모두를 포함하며, 웨이퍼 척크를 사용할 수 있는 챔버 시[0044]

스템 내에서 매우 낮은 압력에서 수행된다. 스퍼터링에 대하여, 금속 또는 절연 물질로 제조된 표적에 고 에

너지 원자 또는 분자가 충돌하고, 이는 표적 물질이 증발시켜 소자 기판의 후면상에 증착되도록 한다. 증발

증착(evaporative  deposition)에 대하여, 알루미늄과 같은 금속으로 채워진 도가니(crucible)가 예를 들면,

전자 빔(electron beam)에 의해 전형적으로 가열되고, 이는 상기 금속을 증발시켜 소자 기판상에 증착되도록

한다. PVD(스퍼터링)이 TSV 내부에 구리 종자 층을 증착시키는 주된 방법이다. 구리는 그 후 종자 층으로부터

전기도금되어 TSV를 채우고 전기 연결부를 형성한다. 두 공정 모두에서, 보호 코팅은 소자 표면 피처를 손상

으로부터 보호한다. 

보호 코팅이 사용되는 공정과 무관하게, 보호 코팅은 스크래치에 대하여 내성일 것이며, 바람직하게는, 본 명[0045]

세서에 기재된 바와 같이 ASTM 방법 D3363에 의해 측정된 바에 따라, 최소 3H, 더욱 바람직하게는 최소 약 5H

및 심지어 더욱 바람직하게는 약 7H 내지 약 9H의 연필 경도(pencil hardness)를 가질 것이다. 보호 코팅은

또한 화학 에칭 및 리프트 오프(lift off)에 대하여 내성일 것이다. 보호 코팅은 또한 예컨대 후면 DRIE 에칭

동안 경험하게 되는 것과 같은, 300℃ 이상의 온도에서 잘 견딜 것이다. 즉, 보호 코팅은 약 100℃ 내지 약

300℃, 바람직하게는 약 200℃ 내지 약 280℃의 온도에서 기체방출/서브라임(분해) 되지 않을 것이다. 보호

코팅은 또한 이러한 온도 하에서 역류(reflow)하지 않을 것이다. 이러한 점들은 공정 및 척크에 고정되는 동

안 보호층의 용융과 관련된 문제점을 방지한다. 이와 유사하게, 보호 코팅은 또한 이러한 온도 하에서 어떠한

부반응도  겪지  않을  것이며,  용이한  제거를  위하여  초기  용매  용해도를  유지한다.  보호  코팅은  최소 약

100℃, 더욱 바람직하게는 약 110℃ 내지 약 250℃, 심지어 더욱 바람직하게는 약 115℃ 내지 약 230℃의 유

리 전이 온도를 가질 것이다. 코팅은 또한 바람직하게는 예를 들면 Fe, Na, K, Ca, 및 Cu와 같은 이온의 약

50 ppb 미만을 함유할 것이다. 

더욱이, 두께가 약 5㎛ 내지 약 20㎛인 경화된 코팅 또는 필름은 약 400 내지 약 700 nm의 파장에서 최소 약[0046]

85%, 바람직하게는 최소 약 90%, 심지어 더욱 바람직하게는 약 95% 내지 약 98%의 백분율 투과도를 가질 것이

다.  

구체 예와 무관하게, 일단 후면 가공이 완료되면, 보호 코팅을 용매를 사용하여 소자 표면으로부터 용이하게[0047]

제거할 수 있다. 보호 코팅은 제거될 때까지, 약 10분 내지 약 60분, 더욱 바람직하게는 약 20분 내지 약 30

분 시간 동안 용매와 접촉한다. 용매 욕조가 특히 제거 공정에 대하여 적합하다. 수동 교반 및 욕조 가열이

또한 제거를 촉진하기 위하여 사용될 수 있다. 적절한 용매는 케톤, 에스테르, 방향족 용매, 비양성자성 극성

용매, 및 시판중인 포토레지스트 스트립퍼(예컨대, N-메틸 피롤리돈(NMP)를 함유하는 것 등), 및 이들의 조합

으로 구성된 군으로부터 선택된다. 유리하게는, 보호 코팅은 표면상의 소자 피처에 손상을 주지 않으면서 기
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판 표면으로부터 용이하게 제거될 수 있다. 

실시예[0048]

이하의 실시예는 본 발명에 따르는 바람직한 방법에 대하여 설정되었다. 그렇지만, 이들 실시예는 단지 예시[0049]

를 위하여 제공되며 본 발명의 전체 범위를 제한하려는 것은 아니다. 

실시예 1 [0050]

스티렌 및 아크릴로니트릴(SAN)의 공중합체를 사용하는 코팅 조성물의 제조[0051]

25 그램의 SAN30 (폴리(스티렌-코-아크릴로니트릴), Mw = 185,000, 30% (w/w) 아크릴로니트릴 함량; Aldrich,[0052]

St.  Louis,  MO)을  37.5  그램의  2-(1-메톡시)프로필  아세테이트(PGMEA)  (Ultra  Pure  Solutions  Inc.,

Castroville, CA) 및 37.5 그램의 에틸 아세토아세테이트(EAA; Harcros Chemicals Inc., Kansas City, KS)에

용해시켜 보호 코팅 조성물을 제조하였다. 산출된 SAN 용액을 0.2/0.45-㎛ 폴리프로필렌 필터를 사용하여 2회

여과하였다. 

실시예 2 [0053]

소자 제조 동안의 보호 코팅 사용[0054]

실시예 1로부터 얻은 보호 코팅을 Sokudo/DNS 시스템을 사용하여, 다음 단계를 이용하여 실리콘 웨이퍼상에[0055]

스핀-도포시켰다. 

1. 100 rpm, 1,000 rpm/s 가속, 2초 동안.[0056]

2. 100 rpm. 1,000 rpm/s 가속, 9초 동안(수동 분산).[0057]

3. 1,000 rpm, 1,000 rpm/s 가속, 45초 동안.[0058]

산출된 필름은 그 두께가 14㎛이었다(적합도 = 0.98). [0059]

웨이퍼를 트랙 시스템 내에서, 140℃에서 120초 동안 그 후 205℃에서 60초 동안 베이킹 하였다(근접 모드).[0060]

물질 성능이 서로 다른 툴 설정에 의해 영향을 받는지 여부를 확인하기 위하여, 웨이퍼를 동일 조건을 사용하

여 3개의 다른 에칭 툴(LAM; Pegasus; 및 AVIZA)에서 DRIE를 수행하였다. 에칭 조건(BOSCH 공정)은 다음과 같

이 각 툴에 대하여 동일하였다.

[0061]

보호 코팅은 DRIE 챔버 내에서 스크래치를 견뎠다. 후면 소자들은 에칭 공정 동안 영향을 받지 않았다. 보호[0062]

코팅은 여러 에칭 툴에서 에칭 정지부로서 작용하였다. 코팅을 메틸 이소아밀 케톤의 욕조를 사용하고(수동

교반하면서 20- 내지 30-분 동안 담금) 후속하여 이소프로필 알코올 세척제를 사용하여 제거하였다. 사진 및

거칠기 측정에 의하면 제거 공정 이후에 보호 코팅 잔류물이 잔존하지 않았다.  

실시예 3 [0063]
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SAN 보호 코팅의 경도 시험[0064]

본 실시예에서, SAN 보호 코팅 조성물의 연필 경도를 시험하였다. SAN30 공중합체를 PGMEA 및 EAA의 70%/30%[0065]

w/w 용매계에 용해시키고, 후속하여 여과시켜 25% 고체 SAN 제제를 제조하였다. 

코팅을 두 개의 실리콘 웨이퍼상에 정전기 분산시키고, 후속하여 10,000 rpm/s 가속도를 사용하여, 1,000 rpm[0066]

에서 60초 동안 스핀시켰다. 그 후 코팅을 140℃에서 2분 동안, 후속하여 205℃에서 1분 동안 베이킹 시켰다.

그 후 산출된 필름의 연필 경도를 ASTM D3363을 사용하여 시험하였다. ASTM 시험 키트는 6B (가장 연함) 내지

9H (가장 강함) 범위의 다른 경도 수준의 연필을 포함한다. 각각의 시험을 위하여, 연필을 시험기에 장착하고

그 후 약 300 g의 힘을 사용하여 보호 코팅의 표면을 횡단하여 문질렀다. 그 후 필름의 경도를 필름의 스크래

치를 형성하기 위해 가장 연한 연필에 의해 결정하였다. 코팅은 9H 이상의 ASTM D3363 연필 경도를 가졌는데,

왜냐하면 키트의 모든 연필이 필름에 스크래치를 형성하지 못했다. 

실시예 4 [0067]

SAN 보호 코팅의 유리 전이 온도[0068]

실시예 3에서 제조한 조성물을 실리콘 웨이퍼상에 1,500 rpm에서 90초 동안 스핀-코팅 하였다. 산출된 층을[0069]

그 후 100℃에서 2분 동안, 150℃에서 2분 동안, 그리고 205℃에서 1분 동안 베이킹하였다. 산출된 보호 코팅

을 그 후 DSC 2920(TA Instruments)을 사용하는 열 분석을 위해 웨이퍼로부터 긁어 냈다. 다음의 시험 파라미

터를 사용하였다: (1)실온에서 시작하여, 최대 250℃까지 10℃/min로 증가시키고, 그 후 -30℃까지 10℃/min

로 냉각시킴. (2) 이러한 가열 및 냉각 사이클을 반복시키고, 샘플의 유리 전이 온도를 두 번째 가열 및 냉각

사이클 동안 분석하였음. 코팅은 117.4℃의 유리 전이 온도를 가졌으며(도 2 참조), 이는 전형적인 DRIE 공정

온도보다 상당히 더 높으며 이러한 점은 물질이 DRIE 척크로 역류하거나 부착하지 않을 것임을 나타낸다. 

실시예 5[0070]

SAN 보호 코팅의 열무게측정 분석(TGA)[0071]

실시예 3에서 제조한 보호 조성물을 유니버셜(Universal) V3.1E(TA Instruments)를 사용하여 기체방출에 대하[0072]

여 분석하였다. 보호 조성물을 웨이퍼상에 분배(dispensing)시킴으로써 두 개의 실리콘 웨이퍼에 스핀-도포하

고, 후속하여 1,000 rpm에서 60초 동안, 10,000 rpm/s 가속도를 사용하여 스핀시켰다. 샘플을 아래 조건 하의

TGA를 위하여 제공하였다: N2 분위기, 최대 400℃까지 10℃/min., 후속하여 400 ℃에서 20분 동안 유지함. 각

샘플의 중량 손실을 공정 전반에 걸쳐 측정하였다. 도 3에 도시된 바와 같이, 최대 315℃까지 극히 최소한의

중량 손실이 있었다. 모든 샘플을 400℃에서 증발시켰다.

진공 기체방출 시험을 위하여 실시예 3에서 제조된 보호 조성물을 1,500 rpm에서 90초 동안 실리콘 웨이퍼상[0073]

에 스핀-코팅 시켰다. 그 후 코팅을 100℃에서 2분 동안, 150℃에서 2분 동안, 그 후 205℃에서 1분 동안 베

이킹 시켰다. 그 후 웨이퍼를 기체방출 척크에서 사용하기 위해 7x7 cm
2

 넓이로 절단하였다. 블랭크(blank)

실리콘 웨이퍼의 기체방출 비율을 대조군으로 사용하였다. 보호 코팅의 기체방출 비율을, lOe
-14

 mbar의 민감

도를 갖는 0-200 MKS 질량 분석기(mass spectrometer) 및 40-L 기체방출 진공 챔버를 사용하여, 온도의 함수

로서 결정하였다. 각각의 샘플을 도입할 때 챔버는 1.7e
-7

 mbar이었다. 완전 취득(Full acquisition)(0-200

amu)를 90초 마다 취하였다. 각각의 샘플에 의해 기체방출된 전체 압력을 각각의 온도 단계(90초 마다)에서

취한 모든 부분 압력 측정치를 합하여 수득하였다. 도 4의 결과에 의해 제시되는 바와 같이, 보호 코팅은 온

도에 대하여 매우 낮은 기체방출 비율을 가졌다. 전체 압력은 단지 1.84e
-11

 내지 2.7e
-11

 mbar 만큼 증가하였

다. 주위 온도에서는 상당한 기체방출이 없었다. 도 5에 제시된 바와 같이, 단지 몇몇의 기체방출된 화학종이

최대 185℃까지 관찰되었다. 단지 12, 18, 및 44 amu에서만 관찰가능한 부분 압력 증가가 있었다. 

보호 코팅 이온 수준은 도 6의 표에 제시되어 있다. [0074]

실시예 6 [0075]

SAN 삼량체(Terpolymer)의 제조 및 삼량체로부터 보호 조성물의 제제[0076]

스티렌, 아크릴로니트릴, 및 부틸 아크릴레이트의 삼량체를 본 실시예에서 제조하였다. 스티렌을 알루미늄 산[0077]

화물 칼럼을 통과시켜 정제하였다. 아크릴로니트릴을 5중량% H2SO4 용액, 5중량% NaOH 용액, 및 물로 순차적으

로 세척하여 정제하여, 중합체의 가교결합을 야기할 수 있는 아민 불순물 및 억제제를 제거하였다. 무수 염화
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칼슘 및 후속하여 4-Å 분자 채(seive)에서 건조시켰다. 부틸 아크릴레이트를 알미늄 산화물의 칼럼을 통과시

켜 정제하였다. 

30g의  스티렌,  15g의  아크릴로니트릴,  및  5g의  부틸  아크릴레이트를  포함하는  정제된  단량체의  혼합물을[0078]

PGMEA에서 중합시키고, 중합체를 0.2/0.45-㎛ 폴리프로필렌 필터를 사용하여 회수하였다. 본 시스템에 대한

중합화의 전환율 또는 수율은 약 80%이었다. 이러한 중합체에 대한 GPC 분자량(Mw)은 약 99,600 g/mole (폴리

스티렌 표준에 대하여)이었다. 

보호 조성물(15% 고형물)을, 15g의 상기 회수된 건조 중합체를 76.5g의 PGMEA 및 8.5g의 에틸 락테이트에 용[0079]

해시켜 제조하였다. 이를 0.2/0.45-㎛ 폴리프로필렌 필터를 사용하여 2회 여과하였다. 

실시예 7 [0080]

폴리에테르설폰 보호 조성물의 제제[0081]

보호  코팅  조성물을,  30g의  RADEL  A-704  폴리에테르설폰(현재  상표명  VERADEL 로  Solvay  Advanced[0082]

Polymers, Alpharetta, GA사에 의해 시판중임)을 70 mL의 DMAC와 함께 125-mL  황갈색 플라스틱 병에 넣어 제

제화시켰다. 혼합물을 휠(wheel)에 놓아 하룻밤 동안 혼합시켰다. 산출된 혼합물을 마이스너(Meisner) 0.2 ㎛

뱅가드 기포 필터(vanguard bubble filter)를 사용하여 여과하였다. 

실시예 8[0083]

폴리에테르설폰 조성물을 사용한 웨이퍼의 스핀 코팅[0084]

DMAC 중의 30% 고형물 RADEL  A-704의 샘플을 실시예 7과 같이 제조하였다. 본 조성물을 그 후 800rpm에서[0085]

60초 동안 4-인치 실리콘 웨이퍼상에 스핀-코팅 시키고, 후속하여 핫플레이트에서 100℃에서 2분 동안 베이킹

시켰다. 코팅 품질은 우수하였으며, 16.87㎛의 필름 두께가 수득되었다. 그 후 웨이퍼를 230℃에서 2분 동안

베이킹 하여, 14.14㎛의 필름 두께를 산출하였다. 스모크(smoke)는 없었다. 

DMAC  중의 30%  고형물 RADEL  A-704의 두 번째 샘플을 실시예 7과 같이 제조하였다. 본 조성물을 그 후[0086]

1000rpm에서 60초 동안 4-인치 실리콘 웨이퍼상에 스핀-코팅 시키고, 후속하여 핫플레이트에서 100℃에서 2분

동안 베이킹 시켰다. 그 후 웨이퍼를 230℃에서 2분 동안 베이킹 하여, 11.16㎛의 최종 필름 두께를 산출하였

다. 

실시예 9 [0087]

폴리에테르설폰 코팅의 열무게측정 분석[0088]

DMAC 중의 30% 고형물 RADEL  A-704의 샘플을 실시예 7과 같이 제조하였다. 본 조성물을 1,000rpm에서 60초[0089]

동안 4-인치 실리콘 웨이퍼상에 스핀-코팅 시키고, 후속하여 핫플레이트에서 100℃에서 2분 동안 베이킹 시켰

다. 그 후 웨이퍼를 열무게측정 분석을 위해 제공하였다. 도 7의 차트가 결과 데이터를 나타낸다. 필름은 약

220℃의 유리 전이 온도 근처에서 중량 손실을 나타냈으나, 약 440℃까지 일정하게 유지되며, 500℃ 이후까지

상당한 손실은 발생하지 않았다. 이러한 열 안정성은 코팅이 에칭 공정 동안 존재하는 높은 온도에 대하여 견

딜 수 있게 한다. 

실시예 10 [0090]

건조된 폴리에테르설폰 코팅에 대한 실리콘 웨이퍼의 부착 분석[0091]

DMAC 중의 30% 고형물 RADEL  A-704의 샘플을 실시예 7과 같이 제조하였다. 본 조성물을 1,000rpm에서 60초[0092]

동안 4-인치 실리콘 웨이퍼상에 스핀-코팅 시키고, 후속하여 핫플레이트에서 100℃에서 2분 동안 베이킹 시켰

다. 그 후 웨이퍼를 200℃까지 가열하고, 깨끗한 시험 웨이퍼를 코팅된 웨이퍼의 상단에 놓았다. 웨이퍼들은

서로 부착하지 않았다. 

DMAC  중의 30%  고형물 RADEL  A-704의 두 번째 샘플을 실시예 7과 같이 제조하였다. 본 조성물을 그 후[0093]

1,000rpm에서 60초 동안 4-인치 실리콘 웨이퍼상에 스핀-코팅 시키고, 후속하여 핫플레이트에서 100℃에서 2

분 동안 베이킹 시켰다. 그 후 웨이퍼를 230℃까지 가열하고, 깨끗한 시험 웨이퍼를 코팅된 웨이퍼의 상단에

놓았다. 웨이퍼들 사이의 단지 약간의 부착이 있었다. 
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실시예 11[0094]

폴리에테르설폰 코팅의 경도 시험 [0095]

DMAC 중의 30% 고형물 RADEL  A-704의 샘플을 실시예 7과 같이 제조하였다. 본 조성물을 800rpm에서 60초 동[0096]

안  4-인치  실리콘  웨이퍼상에  스핀-코팅  시키고,  후속하여  핫플레이트에서  100℃에서  2분  동안  베이킹

시켰다. 그 후 웨이퍼를 230℃에서 2분 동안 베이킹 하였다. 코팅 품질은 우수하였고, 16.87㎛의 필름 두께를

수득하였다. 코팅의 경도를 ASTM 방법 D3363을 사용하여 확인하였다. 7H에서 손상이 없었다.

실시예 12 [0097]

% 투과도 및 굴절률 [0098]

DMSO 중의 RADEL  A-704의 11% 고형물 용액을 제조하고 1.0㎛ 필터를 통하여 여과시켰다. 산출된 혼합물을[0099]

1,000 rpm에서 1분 동안 1,000 rpm/min의 가속도에서 2-인치 유리 기판상에 스핀-코팅하고, 후속하여 핫플레

이트에서 100℃에서 2분 동안, 그 후 145℃에서 3분 동안 베이킹 하였다. DMAC 중의 RADEL  A-704의 25% 고

형물  용액을  제조하고 1.0㎛  필터를 통하여 여과시켰다.  산출된 혼합물을 1,000  rpm에서  1분  동안 1,000

rpm/min의 가속도에서 2-인치 유리 기판상에 스핀-코팅하고, 후속하여 핫플레이트에서 100℃에서 2분 동안,

그  후  145℃에서 3분  동안 베이킹 하였다.  그  후  산출된 필름 각각의 %  투과도 및 굴절률을 분광광도계

(Varian Model Cary 500) 및 프리즘 커플러 (Metricon Model 2010)를 사용하여 측정하였다. 결과를 도 8 및 9

에 나타냈다. 

실시예 13 [0100]

폴리에테르설폰의 용해도 시험[0101]

본 실시예에서, RADEL  A-704의 용매 용해도를 다른 용매 및 다른 고형물 농도를 사용하여 시험하였다. 결과[0102]

를 아래 표 1에 나타냈다. 

표 1

[0103]
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도면

도면1

도면2
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도면3

도면4
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도면5

도면6
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도면7

도면8
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도면9
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